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v posledni dobd se rychle zvy3ujf poXadavky na nové optické materifly, -  ‘eal
se poladuje, aby oblast jejich optické propustnosti byla co mo¥ns nej3irlf » . -sho-
vala do I oblasti alespoii k 15,um, popripadé se piedepisuje, aby byly poulit. ' n&
i pro préci o co, lasery. Soutasn® je 24déno, aby tyto materisly vykazovaly . :okou
optickou odolnost, to jest aby nem&nily své optické vlastnosti ani pii vysok$c ! husto~
téch zérenf. zv14¥t& vitény. jsou pXitom ty, které Jsou sou¥asnd odolné vbi&i pirobeng
rentgenového i fonizujiciho z&¥eni, jsou intaktnf vi¥i vlivu elektrond, pop¥s; «d& i ne-
utrond. Krom& toho maji mit vyhodné parametry ekonomické, jako jsou cena a do< upnost
vychozich materidlG, ndkladnost a néro¥nost technologie vyroby a podobn&.

vV soulasné dob¥ je ve svitové technice znéma cels Fada skel a monokrystes * ' ~k¢ch
materidls, které je moino poukit pro uvedené GZely. Jsou to napiiklad skupiny gVl
typu halogenidd ZXiravych zemin, skupiny allgVl typu chalkogenidt, skupiny Alll typu
GaAs a dal3fi. uZivané materidly vdak spliuji shora uvedené poZadavky pouze C&: ' e¥n&, zej-
ména v oblasti nejnov&jdich aplikaci ve speciflni technice, ukézalo se proto ‘::o G&elné
a pot¥ebné, aby shora uvedené n&ro&né pofsdavky na optické prvky jako jsou neptiklad
Colky, hranoly, totéln& odrazné zrcadla, polopropustné zrcadla, Brewsterova okénka, by~
ly spln&ny pomoci novych, dosud neutivan¢ch materisli.

Uvedené cile byly dosaZeny timto vynilezem, jeho% piedmEtem jsou optické nrvky
o zvydené vzdornosti vi¥i fotochemickému rozkladu, Podstatou vyndlezu je provedent, kde
optickym prvkem nebo jeho Z4sti je halogenid olova obecného vzorce PbX,, kde svmbol X
znali jeden nebo vice halogend ze skupiny €1, J, Br které mohou byt stejné nebo se od
sebe mohou 1iSit. PXi tom optické prvky mohou byt nejménd na &&sti svého povrchu opatie-
ny antireflexni vrstvou jako je $10,, MgF,, Mgo nebo Ta 205, nebo mohou byt nejwénd na
t4sti svého povrchu opatieny povlakem alkalického halogenidu obecného vzorce ux, kde
symbol M znali Li, Na, K, Rb nebo Cs, a symbol X znaZi halogen.

vynélez vyuiivé poznatku, e optické prvky vyrobené z materi&lu vykazuji mnoho
technickych pitednosti, jako jsou napiiklad vysokas optick4 propustnost od UV do I& spekt-
rélni oblasti nad 15 ,um, velks odolnost vi¥i vysoké hustot® zaFeni, velkd odolnost
k ionizujicimu z4Feni elektroniim atd.

vychozi létky pro materiély podle vynélezu jsou levné a snadno dostupné ekonomicky
nendrotnym postupem. Tak napiiklad lze pFipravit monokrystaly cotunnitu (PbCL,), které
jsou opticky propustné v rozmezi od 0,3 do 20 un, odolévaji hustot& zafent vétéi neX
30 Mwyclz, snesou exposici 7Y zérent vy835 nef 10° Gy, vzdoruji pisobenf elektrond a vy~
kazujt *adu dal¥ich technicky vyznamn¢ch vlastnosti. Surovina pro jejich vyrobu je snad-
no doatupné a levnd, a vzhledem k relativné nizké teplotd t&nf (t.t. - Pbcl2 je pouze
500 % proti t.t. Ge., kter¢ &inf 958 °C) je mofno krystaly pom&rn& snadno vyrobit,

Priklad

Krystalisaci z taveniny v uzavieném kelimku se vypEstuje monokrystal chloriduv olovna-
tého, PFi kultivaci se povrchové napdti taveniny zvy3f tak, aby tavenina nesmiZela stiny
pouitého kelimku, EehoX se dosshne rozpudtEnim 0,5 mol% plynu obsahujiciho chlor v ta-
veniné,

vyrobni kelimek se na povrchu pokryje kiemikem, aby nedoSlo k smé&eni povrchu kelim-
ku. Rist krystalu se zah4ji na z&rodku orientovaném v krystalografickém sméru [601] .

Kultivaci ziskany monokrystal o rozm&rech g 35 mm, délky 40 mm se roz¥eZe na desti&-
ky o tloudfce 5 mm, z ktergych se potom vybrousi Zo&ky o priméru 32 mm a tloustce 3 mm,
s ohniskovou vzdélenosti 100 mm, které v celém rozsahu od 0,3 _um do 20 _um vyniovfmi
totkami stejngch rozm¥ri pifi vinové délce 10,6 um se zjisti, ¥e &o¥ky z monokrystalu
chloridu olovnatého jsou jim ekvivalentnf, a¥koliv jsou vyraznd levn&jsf.
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PREDMNET VYNALEZU

1. Optické prvky o zvySené vzdornosti vGZi fotochemickému rozkladu, vyznalujicf se tfiw,
Ze obsahuji monokrystal halogenidu olova obecného vzorce Pbxz, kde symbol X zna&i
jeden nebo vice halogenii ze skupiny Cl, J, Br, které mohou byt stejné nebo se od se-
be mohou 1i¥it.

2. optické prvky podle bodu 1, vyznalujici se tim, Ze jsou nejménd na Z&sti svého po-
vrchu opatfeny antireflexni vrstvou, napiiklad $10,, MgF,, Mgo nebo Ta,0;.

3. Optické prvky podle bodu 1, vyznelujici se tim, Xe jsou nejménd na Césti svého po-
vrchu opateny povlakem alkalického halogenidu obecného vzorce Mx, kde symbol M zna-
&f Li, Na, K, Rb nebo Cs, a symbol X znamens halogen.
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